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Рис.1. – Зависимость Lγγ / от длины 
корреляции при 150К и 300К для разных 
значений показателя n, равного 1, 0.7 и 
0.5 (пары кривых одного типа, снизу 
вверх, соответственно). 
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Рекомбинация носителей заряда есть один из общих процессов, сопровождающих транспорт 

носителей в аморфных органических полупроводниках. 

Таким материалам внутренне присуща сильная 

пространственная корреляция энергий уровней 

транспортных центров. В нашей недавней работе [1] 

построена теория бимолекулярной рекомбинации в 

аморфных органических полупроводниках, где основной 

вклад в случайный энергетический ландшафт вносят 

диполи или квадруполи. Оказалось, что сам по себе 

энергетический беспорядок не ведет к отклонению 

константы скорости рекомбинации γ  от 

ланжевеновского значения ( ) εµ+µπe=γ npL /4  (здесь 

pµ  и nµ - подвижности дырок и электронов, ε - 

диэлектрическая постоянная среды), а вот 

пространственная корреляция неизбежно приводит к 

уменьшению γ . 

 Уменьшение γ  есть следствие электростатической природы беспорядка (т.е. беспорядка в 

пространственном распределении электростатического потенциала, генерируемого случайно 

расположенными и ориентированными диполями и квадруполями), когда локальное понижении 

энергии дырки одновременно ведет к повышению таковой для электрона. Это ведет к возникновению 

в коррелированной среде дополнительного отталкивания между электроном и дыркой и, 

следовательно, к замедлению рекомбинации. Коррелированный энергетический беспорядок с 

противоположным свойством (симбатное изменение случайных энергий электрона и дырки) приведет 

к дополнительному притяжению носителей и увеличению γ . Такая ситуация реализуется в 

материалах с конформационным беспорядком [2], где можно ожидать увеличения γ  по сравнению с 

ланжевеновским пределом, а значит и роста эффективности органических светодиодов на их основе.  

На Рис. 1 показаны результаты расчета для конформационного беспорядка с корреляционной 

функцией случайной энергии вида ( ) ( )( )n
corrlrrC /exp −∝ . Для ожидаемых значений 21−≈corrl нм 

возможно увеличение γ  на 20% - 50% по сравнению с Lγ . 
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